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【目的】安価で環境低負荷な ReRAM材料として Si基板上の鉄酸化物が期待されている。しかし、

既存の多結晶鉄酸化物薄膜/Si では OFF/ON 抵抗比が低く(~10)、電流リークの抑制が必要である。

これまで我々は、結晶欠陥密度の低減が実現可能なエピタキシャルナノドットに注目し、極薄 Si

酸化膜を用いて形成した Si 基板上 Ge ナノドットを成長核とすることで[1,2]、高密度 Fe3O4-δナ

ノドットのエピタキシャル成長に成功した[3,4]。Ge核は Fe3O4-δナノドットと Si基板との反応を

抑制する役割を果たすが、その核がエピタキシャル成長に及ぼす影響は未知である。本研究では、

Fe3O4-δナノドットのエピタキシャル成長における Ge核サイズの効果を調べることを目的とした。 

【方法】超高真空下(背圧 1×10-8 Pa)で、Si(111) 清浄表面上に極薄 Si 酸化膜を形成した (酸素分

圧 2×10-4 Pa、基板温度 600°C) [5]。基板温度 600°C で、蒸着量 25~100 MLで Ge成長核を形成し

た後、酸素分圧 2×10-4 Pa下で Fe蒸着を行い、成長核上に Fe3O4-δナノドットを成長した。Fe3O4-δ

ナノドットの結晶構造は、反射高速電子回折法 (RHEED)図形により、形状・サイズ・面密度は走

査型トンネル顕微鏡法 (STM)により評価した。 

【結果】 図 1(a)は、Ge 蒸着量が 25 MLの時の Fe3O4-δナノドットの STM像であり、直径約 30 nm

の Fe3O4-δナノドットが高密度に成長していることがわかる。図 1(b)、(c)は、Ge核の蒸着量がそ

れぞれ 25 ML, 100 MLの時の Fe3O4-δナノドットの RHEED図形である。Ge核蒸着量、すなわち

Ge成長核サイズを変えることで、その上に成長する Fe3O4-δナノドットとのエピタキシャル関係

が影響を受けることがわかる。本講演では、その効果について詳述する。 
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 図 1(a) Ge核(25 ML)上の Fe3O4-δナノドット

の STM 像. (b), (c) Ge 成長核 (25 ML, 100 

ML)上の Fe3O4-δナノドットの RHEED図形. 
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